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报 告 人：蒋杰  博士（中南大学物理与电子学院双超所） 

报告摘要： 

近年来，以石墨烯为代表的新型二维材料已经引起了国际同行的广泛关注。其中的

MoS2 半导体材料因为具有独特的光电性能，成为了当前的研究热点。相比于零帯隙的

石墨烯材料，二维 MoS2 具有可调的非零帯隙，在电子器件领域中具有很大的应用前景。

本报告主要介绍当前二维 MoS2 合成的主要工艺途径，概括了报告人最近制作成功的二

维 MoS2 半导体场效应晶体管。分析研究了二维 MoS2 半导体电子器件的工作机制。 
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